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	概要　ＥＡ　(600字～800字程度にまとめてください。)

本研究の当初の目的は強磁性を持つ鉄白金ナノ粒子を用いて巨大磁気抵抗効果を示すデバイスを探索することにあった。実際、本研究に先立って行っていた研究において、ナノ粒子を介した伝導が巨大磁気抵抗効果を示すという萌芽的な成果を得ていたため、この原因解明と素子への応用を目指して研究を開始した。特にナノ粒子が存在することによる相関効果（単電子効果・単電子スピン効果）の創出に研究の主眼が置かれた。
　実験手法は、直径6nmの鉄白金ナノ粒子を強磁性ナノ電極間に挟みこみ、その伝導を測るものである。再現実験を繰り返した結果、半導体シリコンを介する伝導において、巨大な磁気抵抗効果が生じることが明らかになってきた。非磁性であるシリコンを介した伝導において、このような非常に大きい磁気抵抗効果が生じることは驚くべきことで、予想外であった。そのような伝導が生じる原因を探った結果、シリコンに多量の電流を注入することによって生じる、空間電荷効果が磁気抵抗効果に必須であることが判明した。空間電荷領域においては、もともとシリコンに存在したキャリアの100倍以上のキャリアがシリコン中に存在することになり、これらはクーロン遮蔽を受けずに、長距離相関を持って運動する。このような状態においては、磁場は自明でない影響を与えるはずであり、そのことによって巨大な磁気抵抗が生じたものと考えられる。
　これまでに知られていなかった巨大な磁気抵抗効果を見出したことに本研究の最大の意義と重要性がある。この現象は、新規な伝導メカニズムが関わっており、将来のデバイス応用にとっても重要な結果である。
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	欧文概要　ＥＺ

In this study, we first addressed the possibility to observe the single-electron effect and/or single-spin effect in a device fabricated from the FePt nano-particle on the Si substrate. Before the submission of this project, we have observed very large magnetoresistance effect in such devices. Surprisingly, in confirming the reproducibility of the large magnetoresistance effect, we have discovered that the silicon shows this large magnetoresistance. Si has been the most extensively studied material for over 50 years because of its vast applications to the electronics industry. Its transport properties have been widely established and applied for the development of devices. While space-charge-limited (SCL) transport effect has been investigated in silicon its applications have　never been considered. In this work, we found a very large magnetoresistance (MR) effect in the SCL transport region in silicon. It is found that the device resistance increases by up to 106 % when the magnetic field is changed from 0 to 1 T at 25 K. The MR in the SCL transport region (MR ~ 1000 %) is enhanced more than 10 times the MR in the Ohmic region. MR is positive; current decreases when the magnetic field is applied to the device. The current as a function of magnetic field shows that the transport is Lorentzian that the current suppression is originated from the Lorentz force. We propose that inhomogeneity due to uneven distribution of space-charge in highly resistive silicon enhances the MR effect. Generally, the presence of inhomogeneities is known to alter the magnetic field dependence of a conducting system, i.e., manifestation of non-saturating MR due to distortion of the current flow pattern as current is redirected around an inhomogeneity in a magnetic field. This is the first demonstration of a very large MR effect in silicon.


- 2 -


